BFS

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
speziell fiir Diinn- und Dickfilmschaltungen

Mechanische Daten:

-

GehHuse: Kunststoff, SO0T-23,
23 A 3 DIN 41 869

Stempel: E 1

01

17

MaBangaben in mm. ' o
’ o- J
T T
Yl e B 72
0,01 min ™, .?,
. ¢ * “
= - l
—>085max —s l<043max
‘l,Zmax VD 72 0013.5
Kurzdaten:
Kollektor~Sperrspannung UCB 0 M = max. 25 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15V
Kollektorstrom, Scheitelwert Ic M = maX. 50 mA
Gesamtverlustleistung Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung
bei UCE =1V, IC =2 mA B = 20...,150
Transit~Frequenz
bei UCE =51V, IC =2 mA fT = 1000 MHz
Rauschzahl
bei UCE =51V, IC =2 mA, £f = 500 MHz F = 4,5 dB

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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BFS 17

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 hax

Kollektor-Sperrspalnung bei IE = 0, Scheitelwert: UCB 0 M = max. 25 V

Kollektor-Emitter-Sperrspannung
beiIB=0,I = 10 mA:

(=]
[}

max. 15 V

c CE 0
Emitter-Sperrspannung bei Ic = 0: UEB o = max. 2,5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV = max. 25 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 150 °
‘Lagerungstemperatur: 6s = min. -65 °
Ss = max. 150 °
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung, <
auf Keramik-Substrat 7 mm x 5 mm x 0,5 mm: Ry oy = 0,62 K/mW
VZ 739147
200
Piot max AN
(mwW)
150 NG
N
\\
100 N
\\
50 ™
N\
N
0() 50 100 9y (*0) 150
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Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

BFS 17

bei Uy = 10 V, I = 0 . I o 'f 10 nA

bei Upp = 10 V, I, = 0, 8, = 100°C: Ip o = 10 pA
Gleichstromverstérkung

bei UCE =1V, IC = 2 mA: B i 20...150

bei UCE =1V, IC = 25 mA: B ) 20
Transit-Frequenz

bei UCE =51V, IC = 2 mA, fM = 500 MHz: = 1000 MHz

bei UCE =51V, IC = 25 mA, fM = 500 MHz: = 1300 MHz
Rickwirkungskapazitdt

bei Up =5V, Iy =2mA, £ =1 Miz: ~Cioe = 0,65 pF
Kollektorkapazitit <

bei UCB =10V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 1,5 pF
Emitterkapazitit <

bei Upp'= 0,5 V, I =0, £ =1 Miz: C, 2 2,0 pF
Rauschzahl

bei Uy =5V, I, =2 ma, R =508,

f = 500 MHz: F = 4,5 dB

Intermodulationsabstand

bei Uop = 6 V, I, =10 mA, U, = 100 mV,

RL = 37,5 @, £ = 200 MHz: dIM = 45 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 8.69



BFS 17
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BFS 17

75 NZT30736
[ []1
Ueg= 1V
8 9 =25°C
™
50 "/ \\
WV
1
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o1 1 10 Ie (mA) 100
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BFS 17
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BFS17 A (R)

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fiir HF-Vergtidrker, vorzugsweise fiir den Bereich 40...860 MHz

Mechanische Daten: Stempel: BFS 17 A: E 2
BFS 17 AR: E 5

Gehduse: Kunststoff, S0T-23,
23A3 DIN 41 869

MaBangaben in mm:

BFS 17 A: BFS_17_AR:
3,0 3,0
" 287 ] o287
08 [ 08 L
: 0,95 . 10,95 e
/ 4 2 ] Y, 1112
S 0 : S 0.1 -
max 3 I B 14 25 max B | E 1,4 25
100L‘ 10° C 1.2 max 109L‘ )100 ; 1.2 max
max \ max 30 * ‘ max \ max 3 j ;
1,1_[\,4’ o VX 72 0321.1 1.1..’\A’ ol o XTRO321-2
30°¢ 30°
M nax 0-43:8,1 X 0 :8,1
Oraufsicht Draufsicht
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 25V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 15 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 50 mA
Gesamtverlustleistung bei 3y < 25% P, , =max. 300 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstérkung
bei UCE =11V, IC = 2 mA B = 20...150
Transit-Frequenz
bei UCE =51V, IC = 25 mA fT = 2,8 GHz
Rauschzahl
bei Uyp = 5 V, I, =2 mA, £ = 800 Miz F = 2,5 dB
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BFS 17 A (R)

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max
Kollektor-Sperrspannupg bei IE = 03

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei I 0:

Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: ?
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei 8y < 25%: 1)
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1)

=}

CB O
CE 0
EB 0
C AV

[=i =]

o -
@
<3

tot

&

P <
n w

-]

th U

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 8 mm x 10 mm x 0,7 mm

8.86
500

= max.

= maX.

= max.

= max.

= maX.

max.
max.
min.

max.

25 v
15 v
2,5 V
25 mA
50 mA
300 mw
150 °c
-65 °c
150 °c
430 K/W



BFS17 A (R)

A

Kennwerte: bei $J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom®bei IE =0, UCB = 10 V:
Gleichstromverstirkung

bei UCE =1V, IC = 2 mA:

bei UCE =1V, IC = 25 mA:
Transit-Frequenz

bei UCE =51V, IC = 25 mA, fM = 500 MHz:
Kollektorkapazitédt

bei UCB =10 V, IE =0, f = 1 MHz:
Emitterkapazitdt

bei UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz:

Riickwirkungskapazitédt
bei UCE =5V, IC =0, f =1 MHz:

Erzielbare Leistungsverstidrkung

bei Upp = 10 V, I, = 14 mA, f = 800 MHa:

Rauschzahl
bei UCE = 50V, IC = 2 mA, Rg =60 Q, £f = 800 MHz
und 8§ = 25 C:
U
Ausgangsspannung
bei -60 dB Intermodulationsabstand
(DIN 45 004 B, Dreiton)

bei UCE =10V, I, = 14 mA und R

c L= 75 Q
mit UP = Uo bei dIM = -60dB bei f_ = 795,25 MHz,
Uq = Uo - 6 dB bei f = 803,25 MHz,
Ur = UO - 6 dB bei fr = 805,25 MHz,
gemessen bei f = 793,25 MHz:
(p+q-r)

Ubate Upatc

16nF

Sle
Eingang
759 1nF BFS17AR)
L: 3 Wdgn.
04mmCu 33PE

@ 3 mm innen
Steigung 1mm

1nF Ausgang
759

I vZ 710575

ICB 0 50 nA
= 20...150
B 2 20
fT = 2,8 GHz
CC = 0,7 pF
Ce = 1,25 pF
—C12e = 0,6 pF
Vp opt 13 dB
F = 2,5 dB
U B 150 mV
o
8.86
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BFS17A(R)

90
Ug =1V t, [Uee=sv :
B Jy =25°C (GHz) t =500 MHz
4 |9, =25°C
I I
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2 :
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s - Parameter in Emitterschaltung, bei U.p =5V und § = 25°C

BFS 17 A (R)

ETngangs- Vorwarts- _ Riickwarts- Ausgangs-

Strom | Frequ. | Reflexions- bertragungs-| Ubertragungs- | Reflexions- ont
IC f faktor faktor faktor faktor P op
(m) | (MHz) S1le S21e S12e S22e (dB)
40 | 0,94/ -11,1° | 6,50/+173,0° 0,01/+83,1 ° | 1,00/ -4,1°| 45,7

100 | 0,89/ -27,6° | 6,22/ 158,7° 0,03/ 74,1 ° | 0,96/ -9,8°| 34,0

200 | 0,79/ -50,3° | 5,38/ 143,2° 0,06/ 63,8 ° | 0,89/ -16,0°| 25,7

2 500 | 0,50/-103,1° | 3,37/ 107,9° 0,09/ 47,1 ° | 0,68/ -24,3°] 14,5
800 | 0,43/-130,7° | 2,43/ 93,1° 0,11/ 47,9 ° | 0,64/ -28,0°| 10,9

1000 | 0,43/-148,2° | 2,08/ 84,5° 0,12/ 50,1 ° | 0,62/ -32,6° 9,3

1200 { 0,41/-172,5° | 1,73/ 75,8° 0,13/ 51,6 ° | 0,54/ -31,6° 7,1

40 | 0,84/ -19,0° |14,43/+167,4° 0,01/+80,2 ° | 0,98/ -7,6°| 42,5

100 | 0,74/ -45,0° |12,92/ 147,3° 0,03/ 67,8 ° | 0,89/ -16,9° 32,5

200 { 0,60/ -75,6° | 9,60/ 128,6° 0,05/ 58,6 ° | 0,75/ -23,1°| 25,3

5 500 | 0,38/-133.5° | 4,94/ 98,3° 0,07/ 54,6 ° | 0,52/ -23,7°| 15,9
800 | 0,35/-158,6° | 3,26/ 86,5° 0,09/ 60,3 ° | 0,52/ -25,6°| 12,1

1000 | 0,37/-171,2° | 2,71/ 79,9° 0,11/ 62,7 ° | 0,50/ -30,1° 10,5

1200 | 0,41/+166,1° | 2,31/ 73,8° 0,12/ 64,3 ° | 0,43/ -24,8° 8,9

40 | 0,73/ -28,7° |23,50/+160,9° 0,01/ +76,3° | 0,95/ -11,7°| 41,0

100 | 0,59/ -64,1° |18,60/ 136,3° 0,02/ 63,7° | 0,79/ -22,4°| 31,6

200 | 0,46/ -99,8° [12,38/ 117,6° 0,04/ 59,6° | 0,62/ -26,1°| 25,0

10 500 | 0,35/-156,4° | 5,64/ 92,5° 0,06/ 62,4° | 0,44/ -20,2°| 16,5
800 | 0,34/-175,1° | 3,67/ 82,7° 0,09/ 67,9° | 0,46/ -22,2°| 12,8

1000 | 0,36/+175,8° | 3,00/ 76,7° 0,11/ 69,3° | 0,44/ -26,6° 11,1

1200 | 0,43/ 158,2° | 2,56/ 71,6° 0,13/ 70,6° | 0,38/ -19,1° 9,7

40 | 0,65/ -35,6° 128,67/+156,8° 0,01/ +74,8° | 0,93/ -13,7°| 40,5

100 | 0,52/ -75,9° 120,73/ 131,2° 0,02/ 62,5° | 0,74/ -24,3° 31,2

200 | 0,41/-113,1° 13,17/ 113,0° 0,03/ 60,3° ] 0,57/ -25,8°| 24,9

14 500 | 0,35/-164,2° | 5,85/ 90,3° 0,06/ 65,2° | 0,42/ -17,6°| 16,8
800 | 0,34/-179,4° | 3,76/ 81,3° 0,09/ 70,6° | 0,44/ -20,1°] 13,0

1000 | 0,37/+173,9° | 3,04/ 75,8° 0,11/ 71,7° | 0,43/ -24,8°| 11,2

1200 | 0,44/ 154,6° | 2,63/ 69,7° 0,13/ 72,4° | 0,38/ -17,0°| 10,0

40 | 0,58/ -44,3° |33,42/+152,4° 0,01/ +72,4° | 0,90/ -15,8°| 39,6

100 | 0,45/ -89,5° |22,57/ 125,6° 0,02/ 61,8° | 0,69/ -25,0°| 30,9

200 | 0,38/-125,9° 113,53/ 108,7° 0,03/ 62,5° | 0,53/ -24,2°| 24,8

20 500 | 0,35/-171,5° | 5,80/ 87,8° 0,06/ 68,0° | 0,42/ -15,0° 16,7
800 | 0,35/+176,2° | 3,68/ 79,4° 0,09/ 72,5° | 0,44/ -18,4°| 12,8

1000 | 0,38/ 170,1° | 3,01/ 74,2° 0,11/ 73,5° | 0,437 -23,1°| 11,1

1200 | 0,46/ 153,2° | 2,63/ 69,3° 0,12/ 74,1° | 0,30/ -15,0°| 10,1




BFS17 A (R)

s - Parameter in Emitterschaltung, bei UCE =10 V und 8 = 25°C

Eingangs- Vorwérts- Riickwdrts-- Ausgangs-

Strom | Frequ. | Reflexions- Ubertragungs-| Ubertragungs- | Reflexions- | V t
IC £ faktor faktor faktor faktor P op
(m) | (Mz) Sile S21e S12e S22 (dB)
40 | 0,94/ -10,5° | 6,35/+173,2° 0,01/ +83,2° | 1,00/ -3,5°| 45,5

100 | 0,89/ -26,1° | 6,15/ 159,7° 0,03/ 74,7° | 0,97/ -8,7°| 34,6

200 { 0,80/ -47,7° | 6,15/ 144,2° 0,05/ 64,9° | 0,91/ -13,8°| 26,5

2 500 | 0,51/ -98,2° | 3,40/ 108,9° 0,08/ 48,8° | 0,72/ -21,3°| 15,1
800 | 0,42/-126,1° | 2,45/ 94,6° 0,10/ 50,0° | 0,69/ -25,0°| 11,4

1000 | 0,41/-144,2° | 2,09/ 85,6° 0,11/ 52,1° | 0,66/ -29,0° 9,7

1200 | 0,39/-170,5° | 1,76/ 77,1° 0,12/ 53,1° | 0,59/ -20,1° 7,5

40 | 0,85/ -18,0° |14,09/+168,2° 0,01/ +81,0° | 0,99/ -6,3°| 44,0

100 | 0,76/ -41,4° |12,61/ 149,1° 0,03/ 69,2° | 0,91/ -14,4°| 33,3

200 | 0,61/ -70,9° | 9,69/ 130,0° 0,04/ 60,1° | 8,79/ -19,9°| 26,0

5 500 | 0,38/-126,8° | 5,04/ 99,2° 0,07/ 54,9° | 0,57/ -20,6°| 16,5
800 | 0,33/-152,2° | 3,35/ 87,9° 0,08/ 61,2° | 0,57/ -22,7°| 12,7

1000 | 0,35/-165,9° | 2,75/ 81,0° 0,10/ 64,0° | 0,55/ -26,4° 10,9

1200 | 0,39/+168,5° | 2,35/ 74,1° 0,11/ 65,4° | 0,49/ -22,3° 9,3

40 | 0,76/ -25,9° |22,67/+161,9° 0,01/ +76,6° | 0,96/ -9,8°| 42,1

100 | 0,63/ -57,9° |18,55/ 138,5° 0,02/ 65,1° | 0,83/ -19,2°} 32,5

200 } 0,47/ -91,5° [12,47/ 119,0° 0,03/ 59,8° | 0,67/ -22,4°] 25,6

10 500 | 0,33/-151,1° | 5,82/ 93,0° 0,06/ 62,2° | 0,50/ -17,7° 17,1
800 | 0,31/-169,4° | 3,78/ 83,6° 0,08/ 68,4° | 0,51/ -19,6°| 13,3

1000 | 0,33/-178,6° | 3,10/ 77,9° 0,10/ 78,0° | 0,50/ -23,5°( 11,6

1200 | 0,39/+158,8° | 2,65/ 71,9° 0,12/ 70,8° | 0,45/ -17,8°| 10,1

40 [ 0,70/ -30,8° |27,63/+158,1° 0,01/ +74,7° | 0,95/ -11,6°| 41,5

100 | 0,55/ -67,6° (20,66/ 133,4° 0,02/ 63,8° | 0,78/ -20,9° 32,0

200 | 0,42/-102,5° [13,42/ 115,4° 0,03/ 60,9° | 0,62/ -22,4°| 25,5

14 500 | 0,32/-158,3° | 5,97/ 91,4° 0,06/ 65,1° | 0,48/ -15,7°| 17,1
800 | 0,31/-174,4° | 3,88/ 81,8° 0,08/ 70,5° | 0,50/ -18,3°| 13,5

1000 | 0,34/+177,7° | 3,14/ 76,7° 0,10/ 71,9° | 0,49/ -22,2°| 11,6

1200 | 0,40/ 156,0° | 2,71/ 70,2° 0,12/ 72,3° | 0,44/ -15,9°| 10,3

40 | 0,65/ -37,4° |32,19/+154,4° 0,01/ +73,2° | 0,92/ -13,4°| 40,8

100 | 0,49/ -76,7° 122,74/ 127,9° 0,02/ 62,7° | 0,73/ -21,8° 31,7

200 | 0,38/-112,6° [13,78/ 110,5° 0,03/ 62,3° | 0,59/ -21,1°| 25,3

20 500 | 0,32/-164,7° | 6,05/ 88,6° 0,06/ 67,4° | 0,47/ -13,6°| 17,2
800 | 0,31/-179,0° | 3,84/ 80,1° 0,08/ 72,4° | 0,50/ -16,8°| 13,4

1000 | 0,34/+173,5° | 3,14/ 75,1° 0,10/ 73,1° | 0,49/ -21,0°| 11,6

1200 | 0,40/ 155,0° | 2,69/ 69,8° 0,12/ 73,6° | 0,44/ -14,7°| 10,3

8.86
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER
ANDERUNGEN VORBEHALTEN

BFS 92

BFS 93
BFS 94

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOREN BFS 95

fiir Verstidrker- und Schalteranwendungen

-

Mechanische Daten:
Gehduse: Metall, JEDEC T0-39,
5 C 3 DIN 41 873

r Kollektor ist mit dem
__ a#use leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

$ 048

——

6,6max

i
12,7min Lk—

VX 720033

Kurzdaten: BFS 92 BFS 93 BFS 94 BFS 95
Kollektor-Sperrspannung -UCB 0= max.100 100 80 40 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 60 60 40 35V
"3llektorstrom -IC = max. 1,0 A
—uvesamtverlustleistung
. - ° _
bei SG = 10000 Ptot = max. 2,85 w
bei QU = 45°C Ptot = maXx. 0,7 z
Sperrschichttemperatur SJ = max. 200 c
Gleichstromverstdrkung >
bei -UCE =10V, -IC = 150 mA B = 30 70 40 70
Transit-Frequenz
bei -UCE =10V, -IC = 50 mA fT = 65 MHz
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 5.70



BFS 92
BFS 93
BFS 94
BFS 95

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8 max) BFS 92 BFS 93 BFS 94 BFS 95
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB o = max. 100 100 80 40 V
Kollektor-Emitter-

Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max. 60 60 40 35 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB 0 = max. 6 6 6 6V
Kollektorstrom: -IC = max. 1,0 A
Basisstrom, Mittelwert: -IB Ay = max. 100
Basisstrom, Scheitelwert: tIB M = max. 100 mA
Gesamtverlustleistung: Ptot = max. 5 W
Sperrschichttemperatur: 9 = max. 200 °c
Lagerungstemperatur: es = min. -65 °

ES = max. 200 °
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Gehduse: Rth G é 35 grd/vw
7zjschen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 220 grd/w
6 VD 730395 VD’30396_
P
(;;Q)max Pto! max
(W)
N .
4 1
\
N
N AN
N
N _
N
2 0,5
\ S
\\
N N
N A N
AN
N
N
0 0
0 100 95 (°C) 200 0 100 94(20) 200
5.70 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



BFS 92

Kennwerte: (bei 8y = 25°¢)

Kollektor-Reststrom

BFS 93

BFS 94
BFS 95

BFS 92 BFS 93 BFS 94 BFS 95

X <
bei -UCB = 80V, IE = 0: -ICB 0 2 50 50 nA
i - = = 0: - = 5
bei UCB 60 V, IE 0: ICB 0 < 0 nA
bei -UCB =30V, IE = 0: -ICB 0 = 50 nA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
taj -IC = 150 mA, -IB = 15 mA: -UCE sat z 0,35 0,35 0,2 0,2 V
1 —IC =1 A, —IB = 100 mA: —UCE sat = 2,0 1,6 1,0 ’ v
Basisspannung ¢
bei -IC = 150 mA, -IB = 15 mA: -UBE sat ? 1,3 v
bei -IC =1A, -IB = 100 mA: -UBE sat = 2, v
Gleichstromverstédrkung S
bei -UCE =10V, -Ic = 150 mA: B = 30 70 40 70
. 2
bei -UCE =10V, -IC =1 A: B = 15 15 15 15
Transit-Frequenz
bei -UCE =10 V, -IC = 50 mA,
f "= 35 MHz: f = 65 MHz
M T
Kollektorkapazitdt
bei -U,, =10V, I_ =0,
t B9 Mpz: P c, s 20 pF
/ierpol-Koeffizienten
bei -UCE =5V, -IC = 10 mA, f = 1 kHz:
KurzschluB-Eingangswiderstand: h119 E 300 Q
Leerlauf-Spannungsriickwirkung: h12e = 70-10_6
KurzschluB-Stromverstdrkung: h21e = 100
seerlauf-Ausgangsleitwert: h22e = 60 us
Schaltzeiten
bei -Ubat c= 10 Vv, -ICX = 150 mA, -IBX = +IBY = 15 mA, +UBE Y= 2 V:
Verziogerungszeit: td = 22 ns
Anstiegszeit: tr = 35 ns
Speicherzeit: ts = 500 ns
Abfallzeit: tf = 68 ns
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 5.70
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BFT 24

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXTAL - TRANSISTOR

fir VAF- und UHF-Verstdrker
bei extrem niedrigem Leistungsbedarf

-

Mechanische Daten:

Gehiuses Kunststoff, SOT-37 . | Stempelseite '
MaBangaben in mm. . [ ¥ %
T ;i max
:,‘g: —.J\;mux -— f
1,2
5,1 '
@A max
min 6,8
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB 0 = max. 8 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert IC Ay = max. 2,5 mA
Gesamtverlustleistung bei 8y < 135% P,y =max. 30 uW
Sperrschichttemperatur BJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung (>
i = = = 4 =
bei Usp =1V, I, =1m B 0 20)
Transit-Frequenz
bei UCE =1V, IC =1 mA fT = 2,3 GHz
Leistungsverstirkung
i = = = = 17 B
bei UCE 1v, IC 1 mA, f = 500 MHz Vp opt d
Rauschzahl
bei UCE =1V, Ic =1 mA, f = 500 MHz F = 3,8 dB
VALVO TRANSISTOREN ' 10.79
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BFT 24

)

Absolute Greﬁzverte: (glltig bis &

J max

Kollektor-Sperrsg?nnung bei IE = 0: UCB 0o =
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE 0 =
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB 0o =
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV S
Kollektorrtrom, Scheitelwert bei f > 1 MHz: IC M

. : < o, =
Gesamtverlustleistung bei OU = 135 °C: Ptox =
Sperrschichttemperatur: 8J =
Lagerungstemperatur: 8S =

es =

Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,
Transistor auf Glasfaser-Substrat 40 mm x 25 mm x 1 mm } Rth

Bohrung und Anschliisse
der Leiterplatte:

[l
=

VE 740002

1.5

W

R

max.
maXe.
maxe.

maxe.

= max.

max.
max.
min.

maxe.

A

8 Vv

5 Vv

2 v
2,5 mh
5,0 mA
30 mW
150 °c
-65 °c
150 °c
0,5 K/mW

31223 VALVO TRANSISTOREN



Kennwerte: bei 6J = 2500, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

BFT 24

¥ <
bei UCB =5V, IE = 0: ICB o = 50 nA
Kollektor-Em.tter-Rests,pannung <
bei I, = 10 pA, I = 1 pA: Uoh eat < 100 mV
bei Ic =1 mA, IB = 100 pA: UCE sat = 125 nV
Basisspannung <
bei IC = 10 pA, IB =1 pA: UBE sat : 700 nV
bei Ic =1 mA, IB = 100 pA: UBE sat = 850 nV
Gleichstromverst¥rkung >
bei Upp = 1V, I, = 10 pA: B 30 (= 20)
. 2
bei Upp =1V, I, = 1 mA: B 140 (= 20)
Transit-Frequenz >
bei U =1V, Io =1 m, £, = 500 MHz: te = 2,3 (21,2) GHz
KollektorkapazitBt <
bei UCB =0,5V, IE =0, f =1 MHz: Cc = 0,55 pF
Emitterkapazit&t <
bei UEB =0V, Ic =0, f =1 MHAz: Ce = 0,45 pF
Rickwirkungskapazitit o <
bei Uop =1V, I =1ma, £ =1 Miz, 8y = 26°C:  -Cp,. = 0,4 PF
Rauschzahl bei Zg = Zg op}
bei Uop = 1 V,% =528%%c, ¢ = 500 MHz
und IC = 100 pA: = 5,5 dB
und I = 1 mA: F = 3,8 dB
Optimal erzielbare Le1stungsverst8rkung )
beiU _IV,IC 1mA,8U 25°¢
und f 200 MHz: v 24 dB
p opt
und f = 500 MHz: \'/ 17 dB
p opt
und f = 800 MHz: Vp opt 11 dB
1 2
) v _ |°21e|
p opt — . 2 2
CR LR I I EIN by
VALVO TRANSISTOREN 573
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50 I I 419.!,'!‘.
Uce:=1V
s 25°C
H ~
B |
- /f’
H
25
0
0,001 001 o) 1 Ic (mA) 10
3 vznsr_
[ 11
143 Ucg=1Y
( 9 = 25°C
L1 v =500MHz!|
2
1
0
] 05 1 15 Jc (mA} 2
05 vnun
G 7= 1Mz
{pF) IE =0
94:25%C|
—
025 —
0 .
25 S Ug (V) 175

573
214
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- BFT 24

Io l 2 73910
hd Ucg:= 1V .
(dB) 22 oy
S J 4
J1 10T
HEE!
5 AN 7
s N Z.
T -
0
0,01 o 1 Ic (mA) 10

Vorwlirts-Ubertragungs-Koeffizient s

21e
bei U'CE = 1V
IC = lomA
GU = 25°C
90°
60°
30°
\‘w
180°vzmm 0 ! 2 3
VALVO TRANSISTOREN 573
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Rckwhrts-Ubertragungs-Koeffizient 510¢

bei Up =1V 900

I, =1mA

¢ o. ~ 1202
6U =25 C
150¢,
. . 180°
Eingangsimpedanz vina

abgeleitet aus %116’ normiert auf 50 Q
bei UCE= 1V

Ic =1 mA

8U =25 C

abgeleitet aus $900? normiert auf 50 Q

bei UCE =1V
IC =1 I:A
SU =25°C
5.73 VALVO TRANSISTOREN
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BFT 25

SILIZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXIAL - TRANSISTOR

fir UBF- und Breitband-Kleinsignalverstérker,
speziell filr Diinn- und Dickfilmschaltungen

Mechanische Daten:

Geh¥use: Kunststoff, SOT-23, 2,9 max
23 A 3 DIN 41 869 [}] 19—

Stempel: V 1

MaBangaben in mm.

e

)

3

ﬂn
i

| ‘
T +
E 8 [
| g
0,01 min o, 2
_— — 0
¢ &
= !
| | ]
—>0g5max —ol la043max
VD 720085
1 2max
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = mex. 8 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE ¢ = max. 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert IC Ay = mex. 2,5 mA
Gesamtverlustleistung bei 8U é 135°¢C Ptot = max. 30 mW
Sperrschichttemperatur aJ = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung N
bei Upp =1V, Io=1mA B = 40 (= 20)
Transit-Frequenz
bei UCE =1V, IC =1 mA fT = 2,3 GHz
Leistungsverstirkung
bei UCE =1V, IC =1 mA, £ = 500 MHz Vp opt = 18 dB
Rauschzahl
bei UCE =11V, Ic‘= 1 mA, f = 500 MHz F = 3,8 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 9.73
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BFT 25

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis &

)

J max

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB 0 max. 8 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: UCE 0 max. 5 Vv
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB 0 max. 2 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert: IC AV max. 2,5 mA
Kollektorstrom, Scheitelwert bei f > 1 MHz: IC M = max. 5,0 mA
Gesamtverlustleistung bei SU é 135°C,

Transistor auf Keramik-Substrat

von 15 mm x 10 mm x 0,5 mm: Ptot max., 30 mw
Sperrschichttemperatur: $J max. 150 °
Lagerungstemperatur: Ss min. -65 °c

8 max. 150 °c

Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung,

Transistor auf Keramik-Substrat

von 15 mm x 10 mm x 0,5 mm: Rth U 0,5 K/mW
9.73 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei BJ = 2500, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei UCB =51V, IE = 0: ICB 0o = 50 nA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 10 uA, IB =1 uA: UCE sat z 200 mV
bei IC =1 mj, IB = 100 pA: UCE sat = 175 mV
Basisspannung <
bei IC = 10 pa, IB =1 pA: UBE sat z 750 mV
bei IC =1 mA, IB = 100 pA: UBE sat = 900 mV
Gleichstromverstidrkung N
bei Upp = 1V, I, = 10 pA: B = 30 (; 20)
bei Usp =1V, I =1 mA: B = 40 (= 20)
Transit-Frequenz >
bei Uy =1V, I, =1 mA, f, = 500 MHz: g = 2,3 (£1,2)GHz
Kollektorkapazitdt <
bei UCB = 0,5V, IE =0, f = 1 MHz: Cc = 0,6 pF
Emitterkapazitlt <
bei UEB =0V, Ic =0, f =1 MHz: Ce = 0,5 pF
Rickwirkungskapazitit o <
bei UcE =1V, IC =1 mA, f = 1 MHz, $U = 257C: -012e = 0,45 pF
Optimal erzielbare Leistungéverstﬁrkung 1)
. o
bei UCE =1V, Ic =1 mA, &U =25C
und f = 200 MHz: Vp opt 25 dB
und f = 500 MHz: Vp opt = 18 dB
und f = 800 MHz: VP opt = 12 dB
Rauschzahl bei Z_ = 2
) g~ g opt
bei UCE =1V, 8U = 25°C, f = 500 MHz
und IC = 100 pA: F = 5,5 dB
und IC =1 mA: F = 3,8 dB
1) . 9
v _ ' 21e|
p opt 2 2
(1= Jsg0al®) (2= [s50l%)
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 9.73
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50 [ l \Try:sns
Uce:=1V
355 25°C
B ot TN
LT
25
0
001 oot a 1 I (mA) 10
vZ 739117
’ L 1]
r Ug =1V
( | ]9 = 25°C
T \=500MH2]
2
™
1
0
0 05 1 15 Ic (mAJ 2
05 | I Vs 738201
C. s
F E*=
) \ f = 1MHz
N 9,225°C
~ \\N
0,25
0
0 28 50y 78
]95743 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



10 : vzrions
Uce=1V
(8 Zy=2Zq opt
N
/
/
5 ~ 7
N 7/
. 4
0
00! X 1 Ic (mA) 10
Yorwlirts—
Ubertragungskoeffizient 5516
bei UCE =1V
IC =1 1(1]|A
'&U =25 C

60°

30°

BFT 25
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Rﬁckwﬁrts-Ubertragungs-
koeffizient s

-------------- 12e 120°
bei UCE = 1V -

IC = 1 I:A

9 =25 "C

U 1509,
180°
5739208 0 0,05 01 Q15 0

Eingangsimpedanz

abgeleitet aus $11e

normiert auf 50 R,

bei UCE = 1V
IC=1r:A
3U =25 C

abgeleitet aus 8506

normiert auf 50 Q,
bei UCE = 1V

IC = 1 l(l)lA
3U =25 C
973 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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SILIZIUM - N - KANAL - SPERRSCHICHT -

FELDEFFEKT - TRANSISTOR

fir Kleinsignalverstarker

Mechanische Daten:

Geh@use: EKunststoff, SO0T-23
23 A 3 DIN 41 869

Stempel: M 3

MaBangaben in mm.

BFT 46

25
max

!

l*—043max

VZ720204.8

Kurzdaten:
Drain-Source-Spannung tUDS = max. 25 V
Gate-Source-Spannung -UGS o = max. 25 V
Drainstrom ID = max. 10 mA
Gesamtverlustleistung tot = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Drain-Source-KurzschluBstrom

bei UDS =10V IDs s = 0,2...1,5 mA
Vorwartssteilheit N

bei Upo = 10 V, Upg = 0, £ = 1 kilz |y215| § 1,0 mS

bei Upo = 10 V, I = 200 pA, f = 1 kHz |y218| < »5 mS

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 3.80
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BFT 46

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 85 max)
Drain-Source-Spannung: tUDS = max. 25 V
Drain-Gate-Spannung bei Is = 0: +UDG o = max. 25 V
Gate-Source-Spannung bei ID = 0: _UGS o = max. 25 V
Drainstrom: ID = max. 10 mA
Gatestrom: IG = max. 5 mA
Gesamtverlustleistung bei 3U é 25°¢: 1) Pto‘t = max. 200 mW
Sperrschichttemperatur: SJ' = max. 150 °
Lagerungstemperatur: 9 = min. -65 °

3 = max. 150 °
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth U é 0,62 K/mW
1) Transistor auf Keramik-Substrat von 7 mm x 5 mm x 0,5 mm

200 /P 739039
eot max A
(mW) ™
N
N
100+ I
y NC
N
\\
N
0
0 50 100 3,(°C) 150

3.80 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Gate-Reststrom <
bei -UGs =10V, UDS‘= 0: -IGS s = 0,2 nA
Drain-Source-KurzschluBstrom
bei Upo = 10 V, Uyg = 0: Igg = 0s2...1,5m
Gate-Source-Spannung
fur ID = 50 pA bei UDS =10 V: -UGs = 0,1...1,0V
Gate-Source-Abschniirspannung <
bei Upo = 10 V, I = 0,5 nA: U, = 1,2V
Vierpol-Koeffizienten o
bei Upo = 10 V, Ugo = 0, 9, = 25°C: S
Vorwdartssteilheit bei f = 1 kHz: Iyzlsl = 1,0 mS
Ausgangsleitwert bei f = 1 kHz |y225| RS 10 us
Eingangskapazitdt bei f = 1 MHz: C1ls s pF
Rickwirkungskapazitit bei £ = 1 MHz: C125 é 1,5 pF
bei UDS =10V, ID = 200 pA:
Vorwirtssteilheit bei f = 1 kHz: [yzisl 2 0,5 mS
Ausgangsleitwert bei f = 1 kHz: |y228| é 5 us
Kquivalente Rauschspannung o
bei Upo = 10 V, I = 200 pa, 9 = 25°C ‘
und f = 0,6...100 Hz: Ur aeq = 0,5 pv
VE 7
10 [TTT1 TTT]
lp Ups= 10V 3,:25
(mA) 3, -=25°
0'75 “v.= [1}")
et [
4 - 1T
* aRra e
- [T
P
-0,2V
4 Vi
025 = L1
0,3V
A 0,4V
0 = LI
<075 ygg (v) -025 O 25 5 wupsv) 10
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 5.80
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BFT 46

7278214

qu}. 15
Ip
UDSS ov Vi {ma) 1 Ups=10V
d, =25°C 4 '
s D
A (mA)
~Uge=0V
P 0 075 2
/ - [ ]
0,1V
4
Lot
7 05 4 0,2V
1 1
05 | |
,4 IV » > 0'3 v
Mittel - 0.25 =t
N wert -
LA
v y
-3
-+ 0 0
T Ugstv) 05 0 0 50 100 g, (oc) 150
7277642 N 10 - 71277639
=1
1,25 GSS
! =10
-Up 352250 Al “es =10V A
bei Ip=05nA Ups =0
D 1 /|
(V) ——p4 7
1
V.
Y
y
10~!
V v
0.75 A 7
y.
¥
/
-2
05 [ 10 =
V4
0,25 10—3
0 05 1 1.5 0 50 100 150
0
IDSS {mA) aj e
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7277641 £
6 [TTT] u
Ups= 10V
c ¥, =25°C
4 (pF) 2
lyaesl oo T
(mA/V) f = 1kHz
9y =25°C
3 4
P
, .~
-
2 - Cys 171
2
/'
1
c!Zs -
0 0
0 0,25 05 0,75 0 2 yestv) 4
ID (mA)
7277640 103 7277638
/
| |4 y 'szsl
Y223 / (nA/V) Ip =0,4mA
{(uA/V) / f = 1kHz
0u=25°c
2
3 7[Uos=10v 10
/1t = 1kHz
¥y =25°C
2
/ \
10 =
1
g
I
0 - 1
0 0,25 0,5 0,75 0 10 20 30
ID(mA) UDS (V)
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103 727764k
Ups =10V
Ur Ip =02mA
(nV/AZ) Yy _=25C
102
N
\‘\
10 T
1
10 102 103 104 105 f(Hz) 108
103
I,
(ta/NHZ) Ups= 10V
ID =0,2mA
102 9, =25°C
4
V.
10 //
1
10 102 103 104

105 ¢ (Hz) 108

5.80
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SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR

fﬁg Breitband- und Antennenverstérker,

speziell fiir Diinn- und Dickfilmschaltungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff, SOT-23,
23 A 3 DIN 41 869

Stempel: W 1

MaBangaben in mm.

EE]
T

19
- ossk—- |
5

fe—2,9max —

E

é IBTxm %gx
i v

—»| *—043max

BFT 92

12 VZ720204.1
ik [+
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 20 V
Kollektor—-Emitter-Sperrspannung —UbE 0= max. 15 V
Kollektorstrom, Mittelwert —IC AV = max. 25 mA
Gesamtverlustleistung bei 6U é 60°cC Ptot = max. 180 mW
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 °C
Gleichstromverstidrkung >
bei -Uop = 10 V, -I, = 14 mA B = 50 (£ 20)
Transit-Frequenz
bei —UCE =10V, —IC = 14 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstdrkung
bei -UCE =10V, -IC = 14 mA, f = 500 MHz Vp opt = 18 dB
Rauschzahl )
bei —UCE =10V, -IC =2 mA, f = 500 MHz F = 2,7 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 6.80
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0,5

Absolute Grenzwertej (giiltig bis 8 max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: —UCE o = max.
Emitter~Sperrspannung bei IC = 0: _UEB o = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: -Ic AV S max.
Kollektorstrom, Scheitelwert, f > 1 MHz: -IC M = max.
Gesamtverlustleistung bei $ < 60%: 1) P = max.
U tot
Sperrschichttemperatur: BJ = max.
Lagerungstemperatur: &S = min.
%s = max.
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rhau =
200 VZ 731501
Ptat max)
(mW)
150
100
50
0
0 50 100 9y (*C) 150

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 15 mm x 10 mm x 0,5 mm

20 V
15 v
2 v
25 mA
35 mA
180 mW
150 °c
-65 °
150 °
K/mW

6.80 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei SJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom <
bei IE =0, —UCB = 10 V: -ICB 0 = 50 nA
Gleichstromverstirkung >
bei -Uo, = 10 V, -I, = 14 mA: B = 50 (£ 20)
Transit-Frequenz
bei _UCE =10V, —Ic = 14 mA, fM = 500 MHz: f’l‘ = 5 GHz
Kollektorkapazitéat
bei _UCB =10V, IE =0, £f =1 MHz: Cc = 0,75 pF
Emitterkapazitédt
bei _UEB = 0,5V, IC =0, f =1 MHz: Ce = 0,8 pF
Riickwirkungskapazitat
bei U, =10V, -I. = 2 mA, £ = 1 MHz
48 °F 250 ¢ C = 0,7 F
un v = 257Cs “Cioe = ’ P
Rauschzahl
bei -ch =10V, -IC = 2 mA, Zg = Zg opt’
6U = 25°C und f = 500 MHz: F = 2,7 dB
Erzielbare Leistungsverstérkung °
bei -UCE =10V, —Ic = 14 mA, sU =25C
und f = 500 MHz: v = 18 dB
p opt
Intermodulationsabstand
bei -U,, =10V, -I, = 14 mA, R. = 75 Q
CE ’ c * L ’
eU=25°c und s £ 2, -
bei U_ = U2 = 150 mV bei f_ = 495,25 MHz,
q = U2 -6 dB bei f = 503,25 MHz,
Ur = U2 - 6 dB  bei fr = 505,25 MHz,
gemessen bei f(p+q—r) = 493,25 MHz: dIM = -60 dB
L3
3909 —_— 39K 820 Q
=24V
680pF 680pF
L, 750
680pF .
L1: 4 Wdgn. 0,35 Cu 1 f
Innen-f 4 mm 750 o— |—4 BFT 92
Steigung 1 mm
12 5 uH VP 710210.2
" )
L3: 5 pH
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 6.80
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F 7300569
B8
100 e
R 3, =25°C
7E
50
25
1]
0 10 20 I (ma) 30
8 o T
+
“Uge= 10V
fr for =500MHz C;,
(GHz) 9y = 25°C lp
" IMHz
E =
o < 1o, =250¢
10
\
\
4 N
——
/ 1]
- 08
2
i T
10 20 .j.(mA) 30 0 10 _yeg (V) 20
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15— I T FE—?:’%'
(dB) -UCEI=1 v[
-lg = 2mA
« Zg = Zgopt
50 3y =25°C //
/
/.
/
zs ’/ .
0
o 1 f (GHz) 10
4 VET300573
F ot
(48) e =
-
2 =Ucg= 10V
f =500MHz
Zg = Zgopt
3, = 25°C
o ]
0 5 10 ls'[c(l'hA)
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.

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - HF - TRANSISTOR
fiir Breitband- und Antennenverstérker,

speziell fiir Diinn- und Dickfilmschaltungen

Mechanische Daten:

Gehiuse: Kunststoff, SOT-23,
23 A 3 DIN 41 869

Stempel: X 1

MaBangaben in mm.

le—29max —*]

19
095
ar r__

)

E

aLme LT e 22
) 05 u L
E&il-#? —+| |+~ 043max
12 o VZ720204.1
max
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = Dmax. 15 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 12 Vv
Kollektorstrom, Mittelwert —IC AV = max. 35 mA
Gesamtverlustleistung bei 8 < 60°% P, . =max. 180 mW
Sperrschichttemperatur %J = max. 150 °C
Gleichstromverstirkung N
bei -U.p =5V, -I, = 30 mA B = 50 (£ 20)
C
Transit-Frequenz
bei —UCE =51V, —IC = 30 mA fT = 5 GHz
Erzielbare Leistungsverstirkung
bei —UCE =51V, -IC = 30 mA, f = 500 MHz Vp opt = 16,5 dB
Rauschzahl
bei -UbE =517V, -Ic =2 mA, f =500 MHz F = 2,4 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 6.80
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)

Absolute Grenzwerte: (gﬁltig bis &

J max

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB g = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE 0o = max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: _UEB o = max.
Kollektorstrom, Mittelwert: —Ic AV = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert, f > 1 MHz: -Ic M = max.
Gesamtverlustleistung bei aU g 60°C: 1) Ptot = max.
Sperrschichttemperaturs sJ = max.
Lagerungstemperatur: es = min.
OS = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: 1) Rth v =
200 V2131501
Pt max)
(mw)
150
100
50
0
0 50 100 9y (°C) 150

1) Transistor auf Keramik-Substrat von 15 mm x 10 mm x 0,5 mm

0,5

15 V
12 Vv
2 v
35 mA
50 mA
180 mW
150 °c
-65 °
150 °c

K/mW
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Kennwerte:

Kollektor-Reststrom

BFT 93

bei SJ = 2500, sofern nicht anders angegeben

¥ <
bei IE = 0, -UCB-e 5 Vs -ICB 0o = 50 nA
Gleichstromverstirkung >
bei -U,, =5V, -I_, = 30 mA: B = 50 (= 20)
CE C
Transit-Frequenz
bei —UCE =51V, —IC = 30 mA, fM = 500 MHz: fT = 5 GHz
Kollektorkapazitdt .
bei —UCB =10V, IE =0, £f =1 MHz: c, = 0,95 pF
Emitterkapazitdt
bei -UEB = 0,5V, Ic =0, £f =1 MHz: Ce = 1,8 pF
Riickwirkungskapazitdt
bei—UC =5V, —IC=2inA, f = 1 MHz
= O¢, - =
und 0U = 25%Cs C12e 1,0 pF
Rauschzahl
bei —UCE = i v, —Ic = 2 mA, Zg = Zg opt’
GU = 25"C und f = 500 MHz: F = 2,4 dB
Erzielbare Leistungsverstérkung °
bei —UCE =5V, -I, = 30 mA, %U =25C
und f = 500 MHz: Vv 16,5 dB
p opt
Intermodulationsabstand
bei -UCE = g v, -IC = 30 mA, RL =75 Q,
SU =25C und s < 2,
bei Up = U2 = 300 mV bei fp = 495,25 MHz,
Uq = U2 - 6dB bei fq = 503,25 MHz,
Ur = U2 - 6dB bei fr = 505,25 MHz,
gemessen bei f(p+q—r) = 493,25 MHz: dIM = -60 dB
Ly
3909 1,2k 5609
=24V
2400  680pF 680pF
L b . 759
680pF /P
Ll: 4 Wdgn. 0,35 Cu 750 0— | BFT 93
Innen-@§ 4 mm
Steigung 1 mm ven0Na
L2: 5 puH L%
L3: 5 uH
6.80
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60 74
B
'UCE= S5V
3, =25°C
40
—
20
0
0 20 ;¢ (mA) 40
[ L 1 F7300576
t Ce
! F
(GHz) - teF)
S T = IMAz
‘ 153 0
9, =25°C
‘ 1,0
y, “UOce = 5V [ 1]
fm =500M -
3, = 25°C [
Py
-—
2 05
0 oLLl
0 -lc.(mA) 40 0 10 'UCB(V) 20
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VET300577
MW= 11 N
F [ 1
(dB) ~Ucg= 5V
-I¢c = 2mA
Zg = Zgopt
50 dy =25°C //
/
/
25
|
0
o f (GHz) 10
4 YE 78
F
(dB) e
3 -
b
2 )
~Ugg= SV
f =500MHz
ZQ z Zgopt
3, = 25°C
1
0
0 10 20 30 (mA)

BFT 93
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